4 VYTVORENIE PRIECHODU PN

Na hranici medzi P a N polovodi¢om sa ibez napidtia pohybuju vplyvom tepelného
pohybu elektrony od N polovodica do P polovodi¢a arekombinuju s dierami. Opacne
difunduja diery P polovodic¢a do N polovodica a spoja sa tam s vol'nymi elektronmi. Na oboch
stranach hranice priechodu sa krystal ochudobniuje o vol'né nosi¢e nabojov : hranicna vrstva

pOsobi ako izolator a vytvara zaverna vrstvu posobenim potencidlovej bariéry.
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Obr. : Deje v okoli P-N priechodu

V jednom monokrystali polovodi¢a mdzeme vytvorit’ vhodnou technoldgiou dve oblasti
s rtdznym typom vodivosti.

Oblast’ monokrystalického polovodica, v ktorom sa meni vodivost’ z typu P na typ N
(opacne) sa nazyva PN priechod.

Suvislost’ krystalovej mriezky oblasti priechodu nie je poruSend, pretoZe v oblasti P je
nadbytok dier a v oblasti N je nadbytok elektronov za¢ne thned’ po vytvoreni priechodu (po
ukonceni technologického procesu) medzi obidvoma  oblastami poOsobit’ pritazliva

elektrostaticka sila (Coulombovska sila).



Vyprazdnena oblast
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V najblizSom okoli priechodu prechadzaju diery z oblasti P do oblasti N a elektrony
naopak. Stcasne vznika v oblasti N nepohyblivy priestorovy naboj kladnych i6nov, ktoré tam
zostali po elektronoch a v oblasti P nepohyblivy ndboj zédpornych iénov, ktoré tam zostali po
dierach.

Elektrické pole medzi oboma priestorovymi nabojmi vzrastd dovtedy az nastane
rovnovaha medzi pritazlivou silou opa¢nych ndbojov v oblastiach P a N a elektrostatickou
silou priestorového ndboja. V tesnom okoli hrani¢nej plochy medzi oblastami P a N sa

vytvori vyprazdnena oblast’.

Vzniknuté elektrostatické pole nepohyblivych i6nov sa nazyva potencialova bariéra.

Vytvorenie PN priechodu

Je rada technologickych postupov, ktoré umoziiuji vytvorenie PN priechodu.

1. Prelegovanie (zliatinova technolégia) — najstarSia metéda

Na platni¢ku z monokrystalu s vodivostou typu N umiestnime pomocou masiek kovovy
akceptor (indium, arzén a pod.). Zohriatim nad teplotu tavenia kovu sa kov roztavi a na
roztavenych miestach vznikd zliatina kovu s polovodicom. Tym sa vytvara vodivost typu P.
Prelegovanim vytvoreny priechod PN ma charakter strmého priechodu. Nevyhodou je tekuta
faza a poruSenie rovinnosti platniciek.

2. Difuzia — najpouZivanejSia metéda

- prenikanie atomov jednej latky do druhej. Rozoznavame difuziu v tuhej faze a v plynnej
faze. Pri tuhej fazy sa na platnicku S ,,N" pomocou masiek usadzuju pary trojmocného prvku

- kovu. Platnicka sa tepelne spracuje pod bodom tavenia polovodica (100 - 200°C), musi sa



dodrzat’ presnost’ teploty a urCity cas. Atomy akceptora difunduji do platniciek, kde
spdsobuju vodivost’ typu P. Této technoldgia je vhodna pre velkosériova vyrobu.

Diftizia v plynnej faze - vzorka polovodic¢a s urcitou vodivostou sa vystavi prostrediu plynu,
v ktorom st atomy plynu vytvarajuce opacnu vodivost. Atomy plynu nardzaju na povrch
platnicky, tam sa usadzaji a difunduji do polovodi¢a. Tym sa vytvara opacna vodivost
polovodica. Diftizia moze prebiehat pri roznych podmienkach:

a.: Vo vikuu s jednym teplotnym pdasmom. Zatavend kremenna rirka je umiestnena v peci
kde mozno presne nastavit’ teplotu. V rurke st umiestnené platnicky kremika a difizna latka.
Latka a platnicky maja rovnaku teplotu - jedno teplotné pasmo, ak maju réznu teplotu - dve
teplotné pasma. V prvom je latka, v druhom platnicky.

b.: Difuzia pri atmosferickom tlaku. V rurke z kremenného skla su vytvorené dve teplotné
pasma regulovatelné pecami. Jedno pasmo sluzi na odparovanie diftiznej latky v druhom sa
udrzuje diftizna teplota a st v fiom platnicky z Si. Pary latky prenasa na platnicku nosny
plyn. Pretoze priechody PN vytvéarané difiznou technologiou su vel'mi dobre definované,

vécSina suciastok sa vyraba prave niou. Nosny plyn je dusik.

3. I6nova implantacia (vstrekovanie idnov) — najmodernejSia metéda

Princip sa zakladd na vstrekovani 16nov primesi, ktoré st urychlované vysoko napédtovym
elektrickym pol'om. Implantacia prebieha pri izbovej teplote vo vakuu za niekolko sekund az
minit. MozZno tak vytvarat velmi strmé priechody. V sGc€asnosti sa zafina vyuZivat aj

implantécia elektronov.



